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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a monolithic template containing an Si wafer having a layer of a
II/V semiconductor that is epitaxially applied to a surface of the Si wafer, wherein the III/V semiconductor comprises a lattice
constant that deviates from the constant of the Si by less than 10%, comprising the following steps: A) the surface of the Si wafer is
optionally deoxidized, B) an Si layer is optionally grown epitaxially on the surface of the deoxidized Si wafer, C) the surface of the
Si wafer or the surface of the Si layer is optionally subjected to an etching and/or bake-out step, D) a layer made of a III/'V
semiconductor is epitaxially grown on the surtace of the Si wafer or a surtace produced in steps A) to C) at a wafer temperature of
350-650 °C, a growth rate of 0.1-2 um/h, and a layer thickness of 1-100 nm, E) a layer made of a III/V semiconductor equal to or
difterent from the III/V semiconductor applied in step D) is epitaxially grown on the layer obtained in step D) at a wafer temperature
of 500-800 °C, a growth rate of 0.1-10 pm/h, and a layer thickness of 10-150 nm.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines monolithischen Templates enthaltend einen Si
Wafer mit einer auf eine Oberfliche des Si Waters epitaktisch aufgebrachten Schicht eines III/V Halbleiters, wobei der II/V
Halbleiter eine Gitterkonstante autweist, welche weniger als 10% von jener des Si abweicht, mit den folgenden Verfahrensstufen: A)
optional wird die Oberfliche des Si Wafers deoxidiert, B) optional wird auf die Oberfliche des deoxidierten Si Wafers eine Si
Schicht epitaktisch aufgewachsen, C) optional wird die Oberfliche des Si Wafers oder die Oberfliche der Si Schicht einer Atz-
und/oder Ausheizverfahrensstufe unterworfen, D) auf die Oberflache des Si Wafers oder eine im Zuge einer der Stufen A) bis C)
entstandenen Oberfldche wird bei einer Wafertemperatur von 350-650 °C, einer Wachstumsrate von 0,1-2 um/h und einer
Schichtdicke von 1-100 nm eine Schicht aus einem III/V Halbleiter epitaktisch aufgewachsen, E) auf die in Stufe D) erhaltene
Schicht wird bei einer Wafertemperatur von 500-800 °C, einer Wachstumsrate von 0,1-10 um/h und einer Schichtdicke von 10-150
nm eine Schicht aus einem III/V-Halbleiter, gleich mit oder verschieden von dem in Stufe D) aufgebrachten III/V Halbleiter,
epitaktisch aufgewachsen.



